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ENDUSTRIYEL ELEKTRON IK
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Sicakhigin sekilde blok semasi verilen diizen yardimiyla darbe siiresine cevrilmesi
isteniyor. Sicakhgin olciilmesi icin bir tranzistorun Vg geriliminin degisiminden
yvararlamilacaktir ve bu degisim -2.5 mV/°C dir. 25°C'de cikis darbesinin genisligi
250 usn olacak ve derece basina 10 usn'lik bir degisim elde edilecektir. Tpas = 40°C,
Tmin £ 10°C olmas: istenmektedir.

Osilator frekans: 1 kHz' dir. Ucgen dalganin tepeden tepeye degeri 10V olacaktir.
a- Blok semadaki bloklar: ( Vg cogalticy, licgen dalga osilatérii, karsilastirier vb) ayri ayri
tasarlayimiz, besleme gerilimlerini ve islemsel kuvvellendiricileri seciniz, eleman
degerlerini belirleyiniz.

b- SPICE benzetim program yardimiyla tasarladigimz diizenekteki devre bloklariin
cahsmalarim inceleyiniz; devrenin timiiniin benzetim sonuclarini ele alarak, tasarim
hedeflerine ulasip ulasamadiginizi irdeleyiniz.
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Sicaklik-darbe siiresi ¢eviricinin blok semasi



